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 要  旨 
 窒化ガリウムを始めとするⅢ族窒化物半導体は近年、多方面の分野において研究が活発に行わ
れている。Ⅲ族窒化物半導体はガリウム、アルミニウム、インジウムの組成を変えることによっ
て 0.76～6.2eVもの広範囲な禁制帯幅を有する物質であり、尚且つ直接遷移型半導体であること
からこれを用いた発光ダイオード(Light Emitting Diode, LED)やレーザダイオード(Laser 
Diode, LD)は紫外領域から赤外領域までの幅広い波長範囲で高効率の発光特性を示すと期待され
ている。これらの素子の作製において、以前はサファイアやシリコンカーバイド基板上に有機金
属気層成長法(Metal Organic Vapor Phase Epitaxy, MOVPE)で窒化ガリウムの薄膜単結晶を成
長させて成長用基板としてきた。近年は主にサファイアやガリウム砒素、シリコンなどの下地基
板上に成長させた窒化ガリウム厚膜単結晶を下地基板から剥離した自立基板が用いられるように
なってきた。 
 n型自立基板の裏面に n型電極を作製することで、発光効率や耐久性に優れた発光素子の実現
が期待できる。しかし、(0001)Ga面を成長面とする自立窒化ガリウム基板は成長面とその裏面で
ある(0001－)N 面では構造や性質が異なっており、従来確立されていた Ga 面へのオーミック電極
作製プロセスを N面へ用いてもオーム性接触が得られないなどといった問題がある。 
 そこで本研究では、自立窒化ガリウム基板にオーミック電極やショットキーダイオード構造を
形成することで Ga面とN面での電気特性の比較をすることで性質の違いを解明することを目的
とした。オーミック電極形成による比較では、Ga面では接触抵抗率が 3.99×10-5Ωcm2であった
のに対しN面では 3.12×10-3Ωcm2と 2桁程の差が確認された。 
 次にショットキーダイオード構造を作製し I-V測定や C-V測定を行った。I-V測定による結果
からN面では Ga面に比べてショットキー障壁高さは小さく、理想因子は大きいことが分かった。
また低温になるにつれて障壁高さは Ga 面、N 面共に減少し理想因子は増大した。室温における
C-V測定からも障壁高さを求めたところ、I-V測定での数値よりも大きくなる傾向が得られた。 
 窒化ガリウムは強い自発分極を持ち、結晶内に電界の影響が存在する。N面では電界は結晶内
から界面へ向いておりバンドの湾曲が低減されるため、Ga面に比べて障壁高さが小さくなってい
ると考えられる。また結晶表面に固定電荷も生じており、ドナー濃度が上昇するような影響を与
える。これにより障壁が薄くなるためトンネルする確率が高くなり、理想因子の増大に繋がって
いる。 
